Abstract of DE1 001 0638 



The method involves manufacturing a semiconducting body (1), mounting it on a bearer element (2) and 
electrically contacting it, applying a layer of a suspension (4) containing butyl acetate as a solvent and 
at least one adhesive agent and at least one luminescent material (5) on at least one surface of the 
semiconducting body and drying the component, whereby essentially the luminescent material remains 
on the body. Independent claims are also included for the following: the use of a number of components 
in a LED illumination unit and the use of a component as a light source in an imaging optical system. 



BEST AVAILABLE COPY 



@ BUNDESREPUBLIK © Offenlegungsschrift 

DEUTSCHLAND QE 100 10 638 A 1 




® Int. CI. 7 : 

H 01 L 33/00 

H 01 L 51/10 



DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



@ Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
@ Offenjegungstag: 



100 10 638.2 
3. 3.2000 
13. 9.2001 



00 
CO 
CO 

© 

r- 

o 
o 

r- 
LU 

Q 



@ Anmelder: 


@ Erfinder: 




OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. oHG, 


Bogner, Georg, 93138 Lappersdorf, DE; Debray, 


93049 Regensburg, DE 


Alexandra, 92318 Neumarkt, DE; Waitl, Gunter, 
93049 Regensburg, DE 


© Vertreter: 






Epping, Hermann & Fischer, 80339 Munchen 


(55) Entgegenhattungen: 




DE 


41 28 995 C2 




DE 


298 04 149 U1 




DE 


696 02 625 T2 




DE 


37 86 577 T2 




WO 


99 16136A1 




WO 


98 54 930 A2 




WO 


97 50 132A1 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Verfahren zur Herstellung eines lichtabstrahlenden Halbleiterkorpers mit Lumineszenzkonversionselement 

(57) Die Erfindung beschreibt zwei Verfahren zur Herstel- 
lung von Halbleiterbauelementen, bei denen ein Lumi- 
neszenzkonversionselement direkt auf den Halbleiterkor- 
per (1) aufgebracht ist. Bei dem ersten Verfahren wird 
eine Suspension (4), die einen Haftvermittler und minde- 
stens einen Leuchtstoff (5) enthalt, schichtartig auf den 
Halbleiterkorper (1) aufgebracht. Im nachsten Schritt ent- 
weicht das Losungsmittel, so da£ nur noch der Leucht- 
stoff (5) mit dem Haftvermittler auf dem Halbleiterkorper 
verbleibt. 

Im zweiten Verfahren wird der Halbleiterkorper (1) mit et- 
ner Haftmittlerschicht (6) versehen, auf die der Leucht- 
stoff (5) unmitelbar aufgebracht wird. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herslel- 
lung eines lichtabstrahlenden Halbleiterkorpers mil Lumi- 
neszenzkonversionselement nach dem Oberbegriff von Pa- 5 
tentanspruch 1 beziehungsweise Pa ten tan sprue h 3. 

Lichtabstrahlende Halbleiterbauteile mil Lumineszenz- 
konversionselement sind beispielsweise aus WO 97/501 32 
bekannt. Diese Anordnungen enthalten einen Halbleiterkor- 
per, der im Betrieb Licht aussendet (Primarlicht), und ein to 
Lumineszenzkonversionselement, das einen Teil dieses 
Lichts in einen anderen Wellenlangenbereich konvertiert 
(Fluoreszenzlicht). Der Farbeindruck des von einem solchen 
Halbleiterbauelement emittierten Lichts ergibl sich durch 
additive Farbmischung aus Primarlicht und Fluoreszenz- 15 
licht. 

Das Lumineszenkonversionselement kann in verschiede- 
ner Weise dem Halbleiterkorper nachgeordnet sein. In vie- 
len Ausfuhrungsformen besteht das Lumineszenzkonversi- 
onselement aus Leuchtstoffen, die in einer den Halbleiter- 20 
korper umgebenden VerguBmasse eingebettet sind. 

Diese Anordnungen besitzen den Nachteil, da8 aufgrund 
von Sedimentation der Leuchtstoffe in der VerguBmasse die 
Leuchtstoffe raumlich inhomogen verteilt sind. Weiterhin 
sind die Quellen von Primarlicht - Halbleiterkorper - und 25 
von Fluoreszenzlicht - VerguBmasse mit Leuchtstoff - im 
allgemeinen von verschiedener Form und GroBe, so daB ein 
raumlich inhomogener Farbeindruck entsteht und bei opti- 
schen Abbildungen starke chrornatische Fehler auftreten. 
Ein weiterer Nachteil besteht darin, daB der Farbeindruck 30 
von der optischen Weglange in der VerguBmasse abhangt, so 
daB fertigungsbedingte Schwankungcn der VerguBmassen- 
dicke zu verschiedenen Farbeindriicken fuhren. 

1st ein gleichmaBiger Farbeindruck in verschiedene Beob- 
achtungsrichtungen erforderlicb, so ist weiterhin die Form- 35 
gebung der Bauelemente dadurch nachteilig limitiert, daB 
die optische Weglange in der VerguBmasse fiir alle ge- 
wunschten Beobachtungsrichtungen annahernd gleich sein 
sollte. 

In der oben genannten Druckschrift ist weiterhin angege- 40 
ben, daB der Leuchtstoff auch direkt auf dem Halbleiterkor- 
per aufgebracht sein kann. Durch diese Anordnung werden 
die vorgenannten Nachteile umgangen. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren zu entwickeln, das die direkte Aufbringung 45 
des Leuchtstoffs auf einen Halbleiterkorper ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach Anspruch 1 
Oder 3 gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
sind Gegenstand der Unteranspruche. 

ErfindungsgemaB wird im ersten Verfahren sschritt der 50 
Halbleiterkorper nach einem ublichen Verfahren gefertigt, 
auf einen Trager montiert und mit Kontakten versehen. Im 
zweiten Schritt wird der Leuchtstoff zusammen mit einem 
Haftvermittler in einem Losungsmittel suspendiert. Vorteil- 
hafterweise kann als Losungsmittel Butylazetat verwendet 55 
werden. Diese Suspension wird schichtartig auf den Halb- 
leiterkorper aufgebracht. In einem dritten Schritt wird das 
Bauelement getrocknet, wobei das Losungsmittel entweicht 
und der Leuchtstoff mit dem Haftvermittler auf dem Halb- 
leiterkorper zuriickbleibt. 60 

Ein weiteres erfindungsgemafies Verfahren besteht darin, 
in einem ersten Verfahrensschritt den Halbleiterkorper zu 
fertigen, auf einen Trager zu montieren und mit Kontakten 
zu versehen. Im zweiten Schritt wird der Halbleiterkorper 
mit einem Haftvermittler beschichtet. Im dritten Schritt wird 65 
auf diese Haftvermittlerschicht der Leuchtstoff aufgebracht. 

In einer bevorzugten Ausfiihrung dieses Verfahrens wird 
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wendet. Diese Materialien werden oftmals bei der Fertigung 
von Leuchtdioden eingesetzt und konnen daher kostengun- 
stig fur die erfindungsgernaBen Verfahren herangezogen 
werden. 

In einer besonders bevorzugten Ausfiihrung des letzteren 
Verfahrens wird der Leuchtstoff auf den Haftvermittler auf- 
gestreut. Durch diese Methode laBt sich eine gleichmaBige, 
wohl dosierte Leuchtstoffschicht auf den Halbleiterkorper 
aufbringen. Alternativ kann der Leuchtstoff auch aufgebla- 
sen oder aufgestaubt werden. 

Mit besonderem Vorteil kann bei beiden erfindungsgerna- 
Ben Verfahren ein Leuchtstoff mit einer mittleren KorngroBe 
von 10 urn verwendet werden. Bei Verfahren nach dem 
Stand der Technik ist die KorngroBe deutlich geringer und 
wird so klein wie moglich gehalten, urn Sedimentation des 
Leuchtstoffs in der VerguBmasse zu vermeiden. Nachteili- 
gerweise steigt aber mit kleiner werdender KorngroBe die 
Lichtstreuung an den Leuchtstoffpartikeln, so daB die Lumi- 
neszenzkonversionseffizienz insgesamt sinkt. Dieser Nach- 
teil wird mit den erfindungsgernaBen Verfahren umgangen. 

In einer vorteil haf ten Weitergestaltung der erfindungsge- 
rnaBen Verfahren wird der HerstellungsprozeB fortgefiihrt 
mit dem VergieBen des Bauelements in Epoxid- oder Acryl- 
harz. 

Mit besonderem Vorteil konnen bei dem erfindungsgerna- 
Ben Verfahren Halbleiterkorper verwendet werden, die Licht 
mit einer Zentralwellenlange unter 460 nm abstrahlen. Die 
Verwendung solcher Halbleiterkorper ist bei den oben be- 
schriebenen Bauelementen nach dem Stand der Technik 
nicht sinnvoll, da Licht in diesem Wellenlangenbereich die 
VerguBmasse, insbesondere handelsubliche Epoxidharze, 
schadigt und die VerguBmasse dadurch sehr schnell altert. 
Dieser Nachteil tritt bei den erfindungsgernaBen Verfahren 
nicht auf, da ein Teil der Strahlung unmittelbar am Halblei- 
terkorper konvertieit wird, so daB der Anteil der kurzwelli- 
gen Strahlung in der VerguBmasse reduziert ist. Weiterhin ist 
die Leistungsdichte der Strahlung in der VerguBmasse auf- 
grund der groBeren Entfernung des Vergusses vom dem 
strahlungsemittierenden Bereich des Halbleiterkorpers ge- 
ringer. 

Mit besonderem Vorteil eignen sich die erfindungsgerna- 
Ben Verfahren zur Herstellung von WeiBlichtleuchtdioden, 
wie sie in der oben genannten Druckschrift beschrieben 
sind. Hierbei sind Leuchtstoff und Halbleiterkorper so auf- 
einander abgestimmt, daB die Farben von Primarlicht und 
Fluoreszenzlicht zueinander komplementar sind. Durch ad- 
ditive Farbmischung wird der Eindruck weiBen Lichts her- 
vorgerufen. 

Eine Mehrzahl von Bauelementen, die nach einem erfin- 
dungsgernaBen Verfahren hergestellt sind, konnen zu groBe- 
ren Beleuchtungseinheiten zusammengefugt werden. Die 
erfindungsgernaBen Verfahren erlauben mit Vorteil die Her- 
stellung von Bauelementen mit kleinem Volumen bezie- 
hungsweise hoher Leuchtdichte, da keine VerguBmasse be- 
notigt wird. GroBere Beleuchtungseinheiten, gegebenenfalls 
mit matrixartiger Anordnung der Bauelemente, zeichnen 
sich durch besonders hohe Leuchtdichte aus. 

Mit besonderem Vorteil eignen sich die erfindungsgemaB 
hergestellten Bauteile als Lichtquellen in abbildenden Lin- 
sensystemen. Da Prirnar- und Fluoreszenzlicht aus raumlich 
cng benachbarten und etwa gleich groBen Volumina abge- 
strahlt werden, sind die chromatischen Verzerrungen, die ein 
solches Linsensystem hervorruft, deutlich geringer als bei 
Lichtquellen nach dem oben genannten Stand der Technik. 

Weitere Merkmale und Vorteile ergeben sich aus der 
nachfolgenden Beschreibung von zwei Ausfuhrungsbeispie- 
len in Verbindung mit den Fig. 1 bis 4. 
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Fig. 1 eine schematische Darstellung einer ersten Ausfuh- 
rungsform eines erfindungsgemaBen Verfahrens, 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer zweiten Aus- 
fuhrungsform eines erfindungsgemaBen Verfahrens, 

Fig, 3 schematisch die Abstrahlcharakteristik eines nach 5 
einem erfindungsgemaBen Verfahren hergestellten Bauele- 
ments und 

Fig. 4 schematisch die Abstrahlcharakteristik eines Bau- 
elements nach dem Stand der Technik. 

Fig. 1 veranscbaulicht die Herstellung eines Halbleiter- 10 
korpers mil direkt aufgebrachtem Luinineszenzkon versions- 
element nach dem Verfahren von Patentanspruch 1 . 

Im ersten Verfahrensschritt, Fig. la, wird der Halbleiter- 
korper 1 nach einer ublichen Fertigungsmethode hergestelll. 
Der Halbleiterkorper 1 wird auf einen Trager 2 montiert und 15 
mil Kontakten 3 versehen. Beziiglich der nachfolgenden 
Schritte ist die Herstellung keinen prinzipiellen Beschran- 
kungen unterworfen. 

Im zweiten Verfahrensschritt, Fig. lb, wird eine diinne 
Schicht einer Suspension 4 eines Leuchtstoffs 5 in Butyl aze- 20 
tat auf mindestens eine Oberflache des Halbleiterkorpers 1 
aufgebracht. A Is Haftvermittler kann bei spiel sweise PERE- 
NOL 45 (Henkel) verwendet werden. Der Leuchtstoff 5 ist 
in dieser Suspension in hoher Konzentration enthalten mit 
einem Volumenanteil uber 40%. Die Suspensionsschicht 25 
kann durch Aufspruhen oder Auftropfen hergestelll werden. 
Im letzteren Fall ist die Tropfmenge so bemessen, daB sich 
eine gleichmaBig diinne, die freien Oberflachen des Halblei- 
terkorpers 1 umschlieBende Schicht ergibt. Als Leuchtstoff 
5 kann beispielsweise Ce- oder Tb-aktiviertes Yttriumalu- 30 
miniumgranat oder eine Abwandlung dieses Granats ver- 
wendet werden. Wird die Suspensionsschicht 4 durch einen 
SpruhprozeB aufgebracht, so konnen auch nur Teilbereiche 
der Halbleiterkorperoberflache mit der Suspension 4 be- 
deck t werden. Weiterhin konnen der Suspension 4 zur Erzie- 35 
lung einer moglichst homogenen Schicht Rheologieadditive 
und Netzmittel zugesetzt werden. Im anschlieBenden dritten 
Verfahrensschritt wird das Bauelement getrocknet, wobei 
das Losungsmittel Butylazetal gemaB Fig. lc verdampft, so 
daB lediglich der LeuchtstofT 5 mit dem Haftvermittler auf 40 
dem Halbleiterkorper verbleibt, Fig. Id. 

Fig. 2 stellt die Herstellung eines Halbleiterkorpers mil 
direkt aufgebrachtem Lumineszenzkonversionselement 
nach dem Verfahren von Patentanspruch 3 dar. 

Im ersten Verfahrensschritt gemaB Fig. 2a wird wiederum 45 
der Halbleiterkorper 1 hergestellt, auf einen Trager 2 mon- 
tiert und mit Kontakten 3 versehen. 

Auf diesen Halbleiterkorper wird im zweiten Schritt eine 
diinne Schicht Epoxidharz 6 als Haftvermittler aufgespriiht, 

Fig. 2b. Diese Schicht 6 dient im Gegensatz zu Baucle- 50 
men ten nach dem Stand der Technik nicht als VerguBmasse 
oder Gehause, sondern lediglich als KlebstofT fur den aufzu- 
bringenden LeuchtstofT 5. 

Im dritten Verfahrensschritt gemaB Fig. 2c wird der 
Leuchtstoff 5 aufgestreut. Nach diesem Schritt haftet der 55 
LeuchtstofT 5 in einer gleichmaBig dunnen Schicht auf der 
Oberflache des Halbleiterkorpers 1, Fig. 2d. Nach dem Ab- 
binden des Epoxidharzes konnen weitere ProzeB schritte, 
beispielsweise der VerguB des Bauelements oder der Einbau 
in eine Beleuchtungsmatrix erfolgen. 60 

Fig. 3 veranschaulicht die Abstrahlcharakteristik eines 
nach einem erfindungsgemaBen Verfahren hergestellten 
Bauelements 7. Bei den erfindungsgemaBen Bauelementen 
7 werden die Lichtkegel von Primarlicht 8 und Fluoreszenz- 
licht 9 aus nahezu dense! ben Volumina abgestrahlt und uber- 65 
decken sich daher weitestgehend. 

Im Vergleich dazu zeigl Fig. 4 die Abstrahlcharakteristik 
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Bauelemente nach dem Stand der Technik weisen einen auf 
die optische Achse konzentrierten Primarlichtkegel 11 auf, 
der aus dem Halbleiterkorper ernittiert wird. Das Fluores- 
zenzlicht 12 wird aus der gesamten VerguBmasse abge- 
strahlt, so daB der Fluoreszenzlichtkegel 12 deutlich diver- 
genter ist als der Primarlichtkegel 11. 

Blickt man im Betrieb entlang der optischen Achse auf 
ein solches Bauelement 10 nach dem Stand der Technik, so 
ist das abgestrahlte Mischlicht im Zentrum zur Primarfarbe 
hin verfarbt und im AuBenbereich von einem kreisfcrmigen 
Saum umgeben, der die Farbe des Fluoreszenzlichts besitzt. 

Hingegen ruft ein nach einem erfindungsgemaBen Verfah- 
ren gefertigtes Bauteil 7 einen raumlich gleicbmaBigen 
mischfarbigen Farbeindruck hervor. 

Patentanspruche 

1 . Verfahren zur Herstellung eines lichtabstrahlenden 
Halbleiterbauelements, das einen auf ein Tragerele- 
ment (2) montierten und elektrisch kontaktierten Halb- 
leiterkorper (1) und ein Lumineszenzkonversionsele- 
ment enthalt, das mindestens einen Leuchtstoff (5) auf- 
weist und das auf den Halbleiterkorper (1) aufgebracht 
ist, gekennzeichnet durch die Schritte 

- Herstellung des Halbleiterkorpers (1), Montage 
auf das Tragerelement (2) und elektrische Kontak- 
tierung, 

- schichtartiges Aufbringen einer Suspension (4), 
in die mindestens ein Haftvermittler und der min- 
destens eine Leuchtstoff (5) eingebracht ist, auf 
mindestens eine Oberflache des Halbleiterkorpers 
(1), 

- Trocknung des Halbleiterbauelements, wobei 
im wesentlichen der LeuchtstofT (5) auf dem 
Halbleiterkorper (1) zuriickbleibt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB als Losungsmittel Butyl aze tat verwendet wird. 

3. Verfahren zur Herstellung eines lichtabstrahlenden 
Halbleiterbauelements, das einen auf ein Tragerele- 
ment (2) montierten und elektrisch kontaktierten Halb- 
leiterkorper (1) und ein Lumineszenzkonversionsele- 
ment enthalt, das mindestens einen LeuchtstofT (5) auf- 
weist und das auf den Halbleiterkorper (1) aufgebracht 
ist, gekennzeichnet durch die Schritte 

- Herstellung des Halbleiterkorpers (1), Montage 
auf das Tragerelement (2) und elektrische Kontak- 
tierung, 

- Aufbringung einer Haftvennittlerschicht (6) 
auf mindesten eine Oberflache des Halbleiterkor- 
pers, 

- Aufbringung des mindestens einen Leucht- 
stoffs (5) auf die mindestens eine Oberflache des 
Halbleiterkorpers. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB als Haftvermittler (6) Epoxidharz, Acrylharz 
oder Silikon verwendet wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der mindestens eine Leuchtstoff (5) auf- 
gestreut, aufgeblasen oder aufgestaubt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB als LeuchtstofT (5) anorga- 
nische Phosphore, Ce- oder Tb-aktivierte Granate, Er- 
dal kali sulfide oder organische Farbstoffe verwendet 
werden. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die mittlere KorngroBe des 
mindestens einen LeuchtstofTs (5) 10 pm bctragt. 
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kennzeichnet durch das EingieBen des Bauelements in 
Epoxidharz oder Acrylharz. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Zentralwellenlange der 
von dem Halbleiterkorper (1) ini Betrieb emittierten 5 
Strahlung unter 460 nm liegt. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Farbe der von dem 
Halbleiterkorper (1) im Betrieb emittierten Strahlung 
und die Farbe des von dem mindestens einen Leucht- 10 
stofT emittierten Lichts zueinander komplementar sind, 

so daB der Eindruck weiBen Lichts hervorgerufen wird. 

11. Verwendung einer Mehrzahl von nach einem der 
Anspriiche 1 bis 3 0 hergestellten Bauelemente in einer 
LED-Beleuchtungseinheit. 15 

12. Verwendung einer Mehrzahl von nach einem der 
Anspriiche 1 bis 30 hergestellten Bauelemente in einer 
LED-Beleuchtungseinheit, in der die nach einem der 
Anspriiche 1 bis 10 hergestellten Bauelemente matrix- 
artig angeordnet sind. 20 

13. Verwendung eines nach einem der Anspriiche 1 bis 
10 hergestellten Bauelements als Lichtquelle in einer 
abbildenden Optik. 
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